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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月22日(2016.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビット線と相補ビット線とを含むカラム線ペアと、
　複数のメモリセルと、ここにおいて、各メモリセルが、前記ビット線に結合された第１
のトランジスタと、前記相補ビット線に結合された第２のトランジスタとを備えるトラン
ジスタのペアを含み、ここにおいて、トランジスタの各ペアについて、前記第１および第
２のトランジスタのうちの１つが低しきい値電圧（低Ｖｔ）トランジスタであり、前記第
１および第２のトランジスタのうちの残りの１つが高しきい値電圧（高Ｖｔ）トランジス
タである、
　前記ビット線と前記相補ビット線との間の電圧差を検知するように構成されたセンス増
幅器と、
　接地と前記第１および第２のトランジスタの各々のソースとの間に結合されたチョーク
デバイスと、ここにおいて、前記チョークデバイスが、漏れ電流を抑制するために前記第
１および第２のトランジスタの前記各々のためのゲートソース間電圧を低減するように構
成される、
　前記相補ビット線に結合されたそれのゲートと、前記ビット線に結合されたドレインと
を有する第１のＰＭＯＳトランジスタと、
　前記ビット線に結合されたそれのゲートと、前記相補ビット線に結合されたドレインと
を有する第２のＰＭＯＳトランジスタと
　を備えるマスクプログラムドＲＯＭ（ＭＲＯＭ）。
【請求項２】
　前記第１のトランジスタおよび前記第２のトランジスタがＮＭＯＳトランジスタである
、請求項１に記載のＭＲＯＭ。
【請求項３】
　前記チョークデバイスが、電源に結合されたゲートと、接地に結合されたソースと、前
記第１および第２のトランジスタの前記ソースに結合されたドレインとを有するＮＭＯＳ
トランジスタを備える、請求項１に記載のＭＲＯＭ。
【請求項４】
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのためのソースと前記第２のＰＭＯＳトランジスタの
ためのソースとが両方とも電源に結合された、請求項１に記載のＭＲＯＭ。
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【請求項５】
　前記カラム線ペアの両端間のコモンモード電圧降下を減少させるように構成されたキー
パーデバイスのペアをさらに備える、請求項１に記載のＭＲＯＭ。
【請求項６】
　前記カラム線ペアをプリチャージするように構成されたプリチャージトランジスタのペ
アをさらに備える、請求項１に記載のＭＲＯＭ。
【請求項７】
　ビット線と相補ビット線とを含むカラム線のペアをプリチャージすることと、
　前記ビット線に結合された第１のトランジスタと、前記相補ビット線に結合された第２
のトランジスタとを含むメモリセルにアクセスするためにワード線をアサートすることと
、ここにおいて、前記第１および第２のトランジスタのうちの１つが低Ｖｔトランジスタ
であり、ここにおいて、前記第１および第２のトランジスタのうちの残りの１つが高Ｖｔ
トランジスタである、
　前記ワード線のアサーションに応答して、前記アクセスされたメモリセルに記憶された
２進値を検知するために、前記第１および第２のトランジスタのうちのどの１つが前記低
Ｖｔトランジスタであるか、および、前記第１および第２のトランジスタのうちのどの１
つが前記高Ｖｔトランジスタであるかを決定するために、カラム線の前記プリチャージさ
れたペアの両端間の電圧差を検知することと、
　漏れ電流を抑制するために、チョークデバイスを通して接地に前記第１のトランジスタ
のためのソースを結合し、前記チョークデバイスを通して接地に前記第２のトランジスタ
のソースを結合することと、
　キーパーデバイスを通して前記ビット線と前記相補ビット線とを弱くチャージすること
によって、前記カラム線のペアについてのコモンモード電圧降下を減少させることと
　を備える、方法。
【請求項８】
　前記低Ｖｔトランジスタが、前記プリチャージされたカラム線のうちの１つを、前記プ
リチャージされたカラム線のうちの残りの１つよりも低い電圧までディスチャージしたこ
とに応答して、前記プリチャージされたカラム線の前記残りの１つを電源電圧までチャー
ジするためにトランジスタをオンにすることをさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　センス増幅器において前記電圧差を検知することをトリガするために、前記電圧差の発
生の後にセンスイネーブル信号をアサートすることをさらに備える、請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　ビット線と相補ビット線とを含むカラム線ペアと、
　チョークデバイスと、
　複数のメモリセルと、ここにおいて、各メモリセルが、前記ビット線に結合された第１
のトランジスタと、前記相補ビット線に結合された第２のトランジスタとを備えるトラン
ジスタのペアを含み、ここにおいて、トランジスタの各ペアについて、前記第１および第
２のトランジスタのうちの１つが、前記チョークデバイスを通して接地に結合されたソー
スを有する低しきい値電圧（低Ｖｔ）トランジスタであり、前記第１および第２のトラン
ジスタのうちの残りの１つが、前記チョークデバイスを通して接地に結合されたソースを
有する高しきい値電圧（高Ｖｔ）トランジスタであり、ここにおいて、前記チョークデバ
イスが、前記第１および第２のトランジスタの各々のためのゲートソース間電圧を低減す
るように構成される、
　前記メモリセルのうちのアクセスされた１つのメモリセルにおいて前記第１および第２
のトランジスタのうちのいずれが高Ｖｔトランジスタまたは低Ｖｔトランジスタであるか
を決定するために前記ビット線と前記相補ビット線との間の電圧差を検知するための手段
と、
　前記相補ビット線に結合されたそれのゲートと、前記ビット線に結合されたドレインと
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を有する第１のＰＭＯＳトランジスタと
　前記ビット線に結合されたそれのゲートと、前記相補ビット線に結合されたドレインと
を有する第２のＰＭＯＳトランジスタと
　を備えるマスクプログラムドＲＯＭ（ＭＲＯＭ）。
【請求項１１】
　前記手段は、前記メモリセルのうちの前記アクセスされた１つのメモリセルにおいて前
記第１および第２のトランジスタのうちのいずれが高Ｖｔトランジスタまたは低Ｖｔトラ
ンジスタであるかを決定するために、前記カラム線ペアの両端間の電圧差を検出するよう
に構成された、請求項１０に記載のＭＲＯＭ。
【請求項１２】
　前記手段は、前記メモリセルのうちの前記アクセスされた１つのメモリセルにおいて前
記第１および第２のトランジスタのうちのいずれが高Ｖｔトランジスタまたは低Ｖｔトラ
ンジスタであるかの前記決定に応答してビット判定を行うようにさらに構成された、請求
項１１に記載のＭＲＯＭ。
【請求項１３】
　前記第１のトランジスタおよび前記第２のトランジスタがＮＭＯＳトランジスタである
、請求項１０に記載のＭＲＯＭ。
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